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Вычисляется коэффициент поглощения света ( )ωK , связанный с пере-

ходами электрона из нижайшего размерно-квантованного уровня зоны 
проводимости на высшие уровни размерно-квантованной зоны проводи-

мости (межзонные оптические переходы I, II 
изображены на рисунке). 

Показано, что частотная зависимость ( )ωK  
описывается лоренцовской кривой и при пере-
ходе I величина коэффициента поглощения све-
та может достигать при разумных параметрах 
системы с пониженной размерностью больших 
значений (для прямоугольных квантовых ям 

), а полуширина линии поглоще-
ния при учете рассеяния электронов на шерохо-
ватой поверхности принимает значения не-
скольких мэВ. Поглощение слабой электромаг-

нитной волны возможно только в z – поляризации (линейно-
поляризованный свет распространяется вдоль поверхности квантовой 
системы) и прямые оптические переходы в прямоугольных квантовых 
ямах с нижайшего размерно-квантованного уровня ( 1

1410~)( −смK ω

=n ) разрешены на 
размерно-квантованные уровни kn 2=  (переходы I, II). Исследованы 
особенности межзонного поглощения света в магнитом поле, направлен-
ном перпендикулярно оси пространственного квантования в параболиче-
ских квантовых ямах. В частности показано, что полуширина линии по-
глощения с ростом напряженности магнитного поля H уменьшается 
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1~Δ ). Это связанно с тем, что в продольном магнитном поле с ростом 

H влияние шероховатой поверхности на процессы рассеяния ослабляется 
(время релаксации увеличивается). Проведено исследование внутризон-
ного поглощения света (переход III) с учетом рассеяния электронов на 
шероховатой поверхности. 
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